
1．実験方法

1．1　ウエットゲル膜作製

　図 1に実験のプロセスフローを示す。シリカエアロゲ
ルの原材料としては金属アルコキシドであるテトラメト
キシシラン（TMOS）を用いた。TMOS自体は粘度が低
くスピンコート法による薄膜形成が困難なため，ポリエ
チレングリコール（PEG）とエタノールとを混合させた
TMOS溶液を調整した。ここで PEGの添加量を変化さ
せ，スピンコートする溶液の粘度を変化させた。Si 基板
上及び表面に Al 薄膜を堆積させた Si 基板上に，調合し
た TMOS溶液をスピンコートした。続いてこれらの基板
をアンモニア水蒸気で満たされた容器内に室温保持する
ことでゲル化反応を促進させ，ウエットゲルを形成した。
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を図 6に示す。常圧の自然乾燥では，図 6中 Aで示すよ
うに臨界点以下での操作になるので，斜線で示した気体・



　　　　


